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Die optische Datentibertragung besitzt im Vergleich zur elektrischen einige ele-
mentare physikalische Vorteile. Aus diesem Grund hat sich auf grolRen Entfer-
nungen die optische Ubertragungtechnik mit Glasfasern lingst als Standard
durchgesetzt. Auch auf Chip-Ebene d.h. in der GréRenordnung eines Mikrome-
ters konnen die Vorteile der Optik genutzt werden. Die Integration von passiven
und aktiven optischen Komponenten auf einem Silizium Chip betrachten fiihren-
de Hersteller als den erfolgversprechendsten Weg um den wachsenden Proble-
men mit der elektrischen Verdrahtung entgegenzutreten (ITRS-Roadmap).

Ein daflir essentielles aktives Bauelement ist der Modulator. Er soll einer einfal-
lenden Lichtwelle ein Signal aufpragen. Am IHT wurden bereits sehr kompakte
Silizium-Germanium Quantentopf Modulatoren hergestellt, deren Absorptions-
verhalten an der Bandkante durch Anlegen einer duReren Spannung kontrolliert
wird. Durch die &duBere
Spannung wird das elektri- ;
sche Feld in der i-Zone der NN
pin-Diode erhoht, so dass
sich die Energiezustinde
der Quantentopfe aufei-
nander zu bewegen und
die effektive Bandllcke
sinkt (Quantum Confined o0z |-
Stark Effekt). e e
Die Aufgabe dieser Bache- e
lorarbeit ist es, am IHT her- Determian]

gestellte Quantentopf-Modulatoren elektrisch und optisch zu charakterisieren.
Mit einem Superkontinuum-Laser lasst sich die Absorption Uber einen Wellen-
langenbereich von 650nm bis 1700nm bestimmen. Dabei sind neben dem Ver-
halten an der Bandkante (ca. 1400nm) auch weitere beobachtete Effekte bei
kleineren Wellenlangen von Interesse.
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Vorkenntnisse in der Halbleitertechnik sind erwiinscht.
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